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[bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会(SAC/TC203/SC2)共同提出并归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：

GB/T XXXXX—XXXX
GB/T XXXXX—XXXX
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[bookmark: BookMark3]引言
氮化镓（GaN）高电子迁移率晶体管（HEMT）功率器件具有高工作频率、低损耗和耐高温等优点，能够有效提高功率电子系统的效率和功率密度。GaN HEMT在电力电子器件领域具有广泛的应用前景，如消费电子、数据中心、电机驱动和航空航天等领域。硅（Si）衬底GaN HEMT结合了GaN功率器件高性能和Si衬底大尺寸、CMOS兼容等优势，成为目前GaN HEMT主流路线，实现了规模化商业量产。Si衬底GaN外延材料的性能，如翘曲、二维电子气密度、缓冲层击穿电压等参数直接决定了HMET的器件性能和可靠性，是制备GaN HEMT的关键基础。由于受到异质外延晶格失配、热失配影响，外延材料的翘曲和击穿电压等材料性能的精确控制存在一定挑战，此外目前Si衬底GaN外延材料也还没有指导性的标准规范。本标准旨在规范用于制备HEMT用硅基GaN外延片在关键参数要求、测试方法、检测规则、包装运输等方面的标准，为后续制造GaN功率器件提供良好基础。


[bookmark: BookMark4]

用于HEMT功率器件的硅衬底氮化镓外延片
[bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc97190718]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了用于HEMT功率器件的硅衬底氮化镓外延片（以下简称“氮化镓外延片”）的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于在硅衬底上生长的用于功率电子领域的具有复合结构的氮化镓外延片的研发生产，测试分析及质量评价。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97190719]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1555—2023　半导体单晶晶向测定方法
GB/T 1557—2018　硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法
GB/T 4326—2006　非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法
GB/T 13387—2009　硅及其他电子材料晶片参考面长度测量方法
GB/T 14140—2009　硅片直径测量方法
GB/T 14146—2021　硅外延层载流子浓度的测试 电容-电压法
GB/T 14264　半导体材料术语
GB/T 29507—2013　硅片平整度、厚度及总厚度变化测试 自动非接触扫描法
GB/T 30653—2014　Ⅲ族氮化物外延片结晶质量测试方法
GB/T 32189—2015　氮化镓单晶衬底表面粗糙度的原子力显微镜检验法
GB/T 32280—2022　硅片翘曲度和弯曲度的测试 自动非接触扫描法
GB/T 40279—2021　硅片表面薄膜厚度的测试 光学反射法
T/CASAS 002　宽禁带半导体术语
[bookmark: _Toc97190720]术语和定义
GB/T 14264、T/CASAS 002界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

半峰全宽　full width at half maximum;FWHM
特征峰高一半处的峰宽度。
[bookmark: _Toc203463908]分类
[bookmark: _Toc202279197][bookmark: _Hlk200461665]氮化镓外延片按直径分为6吋（150 mm）和8吋（200 mm）两种类型。
[bookmark: _Toc202279198]氮化镓外延片按应用场景分为增强型（D-mode）和耗尽型（E-mode）两种类型。
[bookmark: _Toc203463909]技术要求
[bookmark: _Toc203463910][bookmark: _Hlk200463599]标称边缘去除
测试中为了避免边缘效应的影响，氮化镓外延片标称边缘去除的要求应符合表1的规定。
标称边缘去除的要求
	分类
	6 吋
	8 吋

	标称边缘去除
	3 mm
	5 mm


[bookmark: _Toc203463911]衬底材料
硅衬底氮化镓外延片的衬底参数要求及检测方法应符合表2的规定。
[bookmark: _Hlk200454920]衬底参数要求及检测方法
	参数
	要求
	检测方法
	参考标准文件

	
	6 吋
	8 吋
	
	

	直径
	Ф 150±0.2 mm
	Ф 200±0.2 mm
	光学投影法
	GB/T 14140—2009

	晶向
	<111>
	<111>
	X射线衍射定向法
光图定向法
	GB/T 1555—2023

	主定位边方向a
	线状
	<1-10>±1.0 °
	<1-10>±1.0 °
	光学投影法
	GB/T 13387—2009

	
	豁口状
	<1-10>±0.5 °
	<1-10>±0.5° 
	
	

	线状主定位边长度
	47.25±2.5 mm或57.25±2.5 mm
	57.25±2.5 mm
	光学投影法
	GB/T 13387—2009

	氧含量
	<18 new ppma
	<18 new ppma
	红外光谱法
	GB/T 1557—2018

	总厚度变化（TTV）
	≤3 μm
	≤3 μm
	自动非接触扫描法
	GB/T 29507—2013

	弯曲度（Bow）
	≤30 μm
	≤30 μm
	自动非接触扫描法
	GB/T 32280—2022

	翘曲度（Warp）
	≤30 μm
	≤30 μm
	
	

	指主定位边平行的晶向，一般为<1-10>，部分衬底供应商提供主定位边方向为<110>，两者为等效晶向，不做区分。线状主定位边方向与<1-10>晶向的夹角精度应在±1.0°以内，豁口状定位边方向与<1-10>晶向的夹角精度应在±0.5°以内。


[bookmark: _Toc203463912]外延层晶体质量
外延层晶体质量考核参数为GaN(002)及GaN(102)特征峰的半峰全宽（FWHM）值应符合表3的规定。不同应用场景需求的外延材料厚度不同，GaN(002)及GaN(102)FWHM也不同。本文件建议GaN(002)及GaN(102)FWHM应符合表3的规定，或者根据实际应用场景做进一步的限定。



特征峰FWHM最大允许限度
	特征峰
	GaN(002)
	GaN(102)

	半峰全宽（FWHM）
	＜800 arcsec
	＜1 500 arcsec


[bookmark: _Toc203463913]外延层片内厚度不均匀性
外延层片内厚度不均匀性应小于3 %，包括总厚度不均匀性，AlGaN及p-GaN层厚度不均匀性。
[bookmark: _Toc203463914]几何参数
氮化镓外延片的几何参数（包括弯曲度和翘曲度）的要求应满足表4的规定。
不同直径氮化镓外延片几何参数的要求
	分类
	6吋
	8吋

	弯曲度
	-30 μm～30 μm
	-50 μm～50 μm

	翘曲度
	≤30 μm
	≤50 μm


[bookmark: _Toc203463915]电学特性
缓冲层（buffer layer）垂直漏电流、二维电子气、迁移率及方块电阻是氮化镓外延片的重要电学特性。由于AlGaN/GaN异质结中的自发极化和压电极化效应，在AlGaN势垒层（barrier）和GaN沟道层（channel）之间形成了二维电子气，具有该电学特性的外延片结构如图1所示。
[bookmark: _Hlk200469457][image: ]
HEMT用硅衬底氮化镓外延片结构示意图
不同应用等级产品的缓冲层在不同额定电压下垂直漏电流应符合表5的规定。
室温下不同应用等级产品Buffer在不同额定电压下漏电流最大允许限度
	应用等级
	额定电压下漏电流
	1.5倍额定电压下漏电流

	650 V
	< 0.1 μA/mm2@ 650 V
	< 10 μA/mm2@975 V

	200 V
	< 0.1 μA/mm2@200 V
	< 10 μA/mm2@300 V

	100 V
	< 0.1 μA/mm2@100 V
	< 10 μA/mm2@150 V


不同应用场景对材料的电学性能要求差异较大。本文件建议不同用途氮化镓外延片的二维电子气、迁移率及方块电阻应符合表6的规定，或者根据具体的应用场景做进一步限定。
不同应用氮化镓外延片二维电子气、迁移率及方块电阻的要求
	应用分类
	D-Mode
	E-Mode

	二维电子气
	＞7×1012 cm-2
	＞5×1012 cm-2

	迁移率
	＞1 600 cm2/Vs
	＞1 200 cm2/Vs

	方块电阻
	＜500 Ω/sq
	＜800 Ω/sq

	方块电阻不均匀性
	＜3 %
	＜3 %


[bookmark: _Toc203463916]正表面质量
氮化镓外延片正表面质量的要求应符合表7的规定。
不同直径氮化镓外延片正表面质量的要求
	分类
	6吋
	8吋

	边缘裂纹
	＜3 mm
	＜5 mm

	划痕、划伤
	表面无划痕、划伤
	表面无划痕、划伤


[bookmark: _Toc203463917]表面颗粒度
氮化镓外延片表面颗粒度的要求应符合表8的规定。
不同直径外延片边缘裂纹及颗粒（particle）要求
	分类
	6吋
	8吋

	Particle（直径＞0.3 μm）
	＜200个
	＜200个

	Particle（直径＞1 μm）
	＜50个
	＜50个


[bookmark: _Toc203463918]表面粗糙度
氮化镓外延片5×5 μm2范围内表面粗糙度的要求应符合表9的规定。
不同应用氮化镓外延片表面粗糙度的要求
	应用分类
	D-Mode
	E-Mode

	表面粗糙度
	＜0.5 nm
	＜1 nm


[bookmark: _Toc203463919]试验方法
[bookmark: _Toc203463920]试验条件
若无其它规定，产品试验应在洁净室内进行：
a) 环境温度：23 ℃±5 ℃；
b) 相对湿度：＜65 %；
c) 大气压：96 kPa～106 kPa。
[bookmark: _Toc203463921]衬底检测
[bookmark: _Hlk200375488]按照衬底供应商衬底信息及表1中相关国家标准对衬底进行核实或检验。
[bookmark: _Toc203463922]外延层晶体质量检测
使用X射线衍射法检测外延层晶体质量，试验步骤参考国家标准GB/T 30653—2014。建议直径Ф150 mm±0.2 mm规格外延片采用9点测试，直径Ф200 mm±0.2 mm规格外延片采用9点测试（或按客户需求不同点位测试），检测点位示意图见图2和图3。
x
y
9(65,0)
7(-35,0)
6(-65,0)
4(0,-35)
5(0,-65)
2(0,35)
1(0,65)
平边
3(0,0)
8(35,0)

Ф150 mm±0.2 mm外延片外延层晶体质量9点检测点位
x
y
9(85,0)
7(-43,0)
6(-85,0)
4(0,-43)
5(0,-85)
2(0,43)
1(0,85)
平边
3(0,0)
8(43,0)

Ф200 mm±0.2 mm外延片外延层晶体质量9点检测点位


[bookmark: _Toc203463923]外延层片内厚度不均匀性检测
采用光学反射法测量外延层总厚度，检测方法参考国家标准GB/T 40279—2021。AlGaN及p-GaN层厚度采用透射电子显微镜（有损）或X射线反射率法（无损）检测，检测方法分别按照附录A和附录B进行。建议采用9点测试（或按需求不同点位测试），检测点位示意图见图2和图3。
厚度不均匀性（TH %）按公式（1）计算：
		 ()
厚度平均值（T）按公式（2）计算：
		 ()
式中：
xi——每个测试点位的厚度值；
I ——测试点数。
[bookmark: _Toc203463924]几何参数检测
采用激光反射法检测外延片弯曲度和翘曲度，检测方法按照附录C进行。测试方式可按一定步长（如1 mm）沿X、Y轴或者整面测试并输出mapping图像。
[bookmark: _Toc203463925]缓冲层漏电流检测
由于功率器件耐压主要由外延层的垂直击穿决定，因此直接测量外延片本身的垂直击穿可以在器件加工之前估计其耐压水平，节省工艺成本。本文件采用电流-电压（I-V）法测试额定电压下缓冲层垂直漏电流，检测方法参考附录D。
[bookmark: _Toc203463926]二维电子气浓度检测
采用电容-电压（C-V）法检测2DEG，检测方法参考国家标准GB/T 14146—2021。或采用霍尔测试法检测2DEG，检测方法参考GB/T 4326—2006。建议采用9点测试（或按客户需求不同点位测试），检测点位示意图见图2和图3。
[bookmark: _Toc203463927]迁移率检测
采用霍尔测试法检测迁移率，检测方法参考GB/T 4326—2006。建议采用9点测试（或按需求不同点位测试），检测点位示意图见图2和图3。
[bookmark: _Toc203463928]方块电阻检测
采用传输线法检测方块电阻，检测方法按附录E进行。
或者采用霍尔测试法得到二维电子气密度（n）及迁移率（μH），并根据公式（3）计算得到方块电阻Rs：
		(3)
式中：
e——电子电量。
方块电阻不均匀性（Rs%）按公式（4）计算：
		(4)
方块电阻平均值（R）按公式（5）计算：
		(5)
式中：
yi——每个测试点位的方块电阻值；
J——测试点数。
[bookmark: _Toc203463929]正表面质量及表面颗粒度检测
采用光学成像法检测外延片正表面质量及颗粒度，检测方法参考附录F。建议整片测试。
[bookmark: _Toc203463930]表面粗糙度检测
采用原子力显微镜检测表面粗糙度，检测方法参考国家标准GB/T 32189—2015。测试点位可选择外延片中心点或结合不同需求多点位测试。
表面粗糙度的几何平均值（Ra），按公式（6）计算：
		(6)
式中：
M ——X方向上扫描点的数量；
N ——Y方向上扫描点的数量；
Z ——某个扫描点的高度；
h ——扫描点的平均高度。
扫描点的平均高度（h），按公式（7）计算：
		(7)
表面粗糙度的算术平方根——Rq，按公式（8）计算：
		(8)
[bookmark: _Toc203463931]检验规则
[bookmark: _Toc203463932]检验分类
产品检验分为交付检验和鉴定检验。

[bookmark: _Toc203463933]交付检验
[bookmark: _Hlk200457202]产品检验由供方技术质量监督部门进行，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写产品质量证明书。
对于时间成本较高、具有破坏性或在非洁净区环境进行的测试，一般选择每批次抽测一片；对于非破坏性且在洁净区环境进行的测试，一般选择每片外延片进行检测。外延片检测规则的建议及合格判据见表10。
交付检验
	序号
	项目
	要求
	试验方法
	检验规则
	允许不合格数

	1
	外延层晶体质量
	5.3
	6.3
	每片外延片进行检测
	0

	2
	外延层片内厚度不均匀性
	5.4
	6.4
	光学反射法：每片外延片进行检测
TEM法：每批次抽检一片
XRR法：每片外延片进行检测
	0

	3
	几何参数
	5.5
	6.5
	每片外延片进行检测
	0

	4
	缓冲层漏电流
	5.6
	6.6
	每批次生产前进行缓冲层标定检验并提供检验报告
	0

	5
	二维电子气浓度
	5.6
	6.7
	每批次抽检一片
	0

	6
	迁移率
	5.6
	6.8
	每批次抽检一片
	0

	7
	方块电阻
	5.6
	6.9
	每批次抽检一片
	0

	8
	正表面质量
	5.7
	6.10
	每片外延片进行检测
	0

	9
	表面颗粒度
	5.8
	6.10
	每片外延片进行检测
	

	10
	表面粗糙度
	5.9
	6.11
	每批次抽检一片
	0


若表10中存在检验不合格项，由供需双方协商确定。
如果产品因不合格而被拒收，生产方应将该产品取回进行分析；若产品不合格是因为外延片的电学参数、厚度、表面粗糙度等达不到合格标准或者合同的要求，则该产品应由生产方重新提供合格的产品。
需方可对收到的产品按本标准进行检验。若发现产品质量不符合本标准或合同要求时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。
[bookmark: _Toc203463934]鉴定检验
在下列情况之一，应做鉴定检验：
a) [bookmark: _Hlk202211181]新产品鉴定时；
b) 产品结构、工艺、材料发生变化影响质量时；
c) 正常生产产品每六个月至少一次；
d) 停产半年以上又恢复生产时；
e) 产品质量发生异常情况时；
f) 质量监督部门要求检验时。
鉴定检验项目为本文件第5章规定的全部项目。
鉴定检验的样品应从交付检验合格的产品中随机抽取六片，分为三组。
取一组外延片进行鉴定检验，检验中发现一项不合格则将另外两组进行复查，如仍然出现一项不合格，则该次鉴定检验判定为不合格。
[bookmark: _Toc203463935]标志、包装、运输和贮存
[bookmark: _Toc203463936]标志
包装盒上应有下列标志：
a) 产品名称；
b) 晶型、尺寸；
c) 晶片编号。
包装箱上应有下列标志：
a) 产品名称、型号、数量、发货日期；
b) 需方名称、地址；
c) 生产方名称、地址、电话；
d) 防撞、防摔、防腐蚀标志。
产品质量保证书的内容包括：
a) 合同定单号、质量保证书编号；
b) 晶片编号；
c) 晶片类型；
d) 晶向、晶片直径尺寸、晶片厚度；
e) 表6中交付检验的测试数据；
f) 检验员盖章；
g) 出厂日期。
[bookmark: _Toc203463937]包装
在百级洁净室内，经过清洗干净的外延片放在特制的聚乙烯满足百级净化条件的包装盒里密封，然后连同质量保证书一起装入“物流盒”，再将“物流盒”放入包装箱内，周围用塑料泡沫填充，防止移动或相互挤压。最后用胶带封好。
[bookmark: _Toc203463938]运输
产品在运输过程中应防止挤压、碰撞并采取防震、防潮等措施。
[bookmark: _Toc203463939]贮存
产品应存放在洁净、干燥、无化学腐蚀的环境中。

[bookmark: BookMark5]


（资料性）
AlGaN及p-GaN层厚度检测方法—TEM
[bookmark: _Toc203463941][bookmark: _Hlk195798975]目的
本方法用于HEMT功率器件用硅衬底氮化镓外延片AlGaN及p-GaN层厚度的测试。
[bookmark: _Toc203463942]方法原理
使用透射电子显微镜（TEM）对样品截面进行测试，获得AlGaN层及p-GaN层厚度信息。TEM是一种利用基于电子束与物质相互作用的高分表率成像技术。电子枪发射出高速、聚焦的电子束，由聚光镜将其聚焦成极小的光斑，照射在样品上。当电子束穿透极薄的样品时，会与样品中的原子发生相互作用，包括散射、透射和吸收等过程。其中的透射电子在穿过样品后仍然保持原来方向，携带了样品内部结构信息，并被物镜进一步聚焦、放大，最终在荧光屏或相机上形成高分辨图像。由于不同材料内部结构的差异，TEM拍摄的截面图可以清晰判断衬底及不同外延层的分界面，进一步量测其层厚。
[bookmark: _Toc203463943]一般性要求
[bookmark: _Toc203463944]仪器设备
使用高分辨透射电子显微镜设备进行测试。设备应具备聚焦离子束（FIB）系统制备超薄样品。
[bookmark: _Toc203463945]环境要求
环境要求如下：
a) 环境温度：18 ℃～28 ℃；
b) 相对湿度：＜65 %；
c) 仪器安装场地及附近无强震动源、强声源。
[bookmark: _Toc203463946]试样要求
测试样品表面洁净无污染。
[bookmark: _Toc203463947]测试步骤
[bookmark: _Toc203463948]样品制备
将外延片沿特定方向切割，得到适合TEM观察的截面样品；使用研磨和抛光技术将截面减薄至电子束可以穿透的程度，通常不超过100 nm。
[bookmark: _Toc203463949]TEM观察
将样品放置在样品架上。调整TEM设备参数，包括加速电压、电子束的聚焦和放大倍数，以获得清晰的透射电子图像。观察外延片的截面图像，找到清晰的外延层与衬底或外延层之间的界面。
[bookmark: _Toc203463950]厚度测量
在TEM图像中，使用软件中的测量工具直接测量AlGaN层或p-GaN层厚度。
[bookmark: _Toc203463951]检测报告
[bookmark: _Hlk196229546]报告应包括以下内容：
a) 样品的类型、规格及编号；
b) 测试图像及厚度数据；
c) 测试数据汇总表。



（资料性）
AlGaN及p-GaN层厚度检测方法—XRR
[bookmark: _Toc203463953]目的
本方法用于HEMT功率器件用硅衬底氮化镓外延片AlGaN及p-GaN层厚度的测试。
[bookmark: _Toc203463954]方法原理
使用X射线反射率法（XRR）检测AlGaN及p-GaN层厚度。X射线以极小的掠入射角（通常0.1°～1°）入射，在多层结构中，X射线在每层界面之间反射后产生干涉，形成Kiessig振荡条纹。其振荡周期（Δθ）与薄膜厚度（d）满足以下关系：
		(B.1)
式中：
λ——X射线波长。
通过分析振荡周期可精确计算各层厚度。
[bookmark: _Toc203463955]一般性要求
[bookmark: _Toc203463956]仪器设备
使用具有平行光束光学系统和二维探测器的高分辨率X射线衍射仪（如Bruker D8 Advance），并配备具有建模和拟合功能的分析软件。
[bookmark: _Toc203463957]环境要求
环境要求如下：
a) 环境温度：18 ℃～28 ℃；
b) 相对湿度：＜65 %；
c) 仪器安装场地及附近无强震动源、强声源。
[bookmark: _Toc203463958]试样要求
试样表面应保持平整、洁净无污染，粗糙度应小于1 nm。
[bookmark: _Toc203463959]测试步骤
[bookmark: _Toc203463960]样品准备
确保样品表面平整、洁净无污染，将样品置于样品台中心十字处，按照仪器设置进行样品位置校准。
[bookmark: _Toc203463961]数据采集
选择合适的入射角度（如0.1°～2°）及测试步长（如0.005°～0.01°），采用θ-2θ模式联动扫描，记录反射率随入射角的变化曲线。
[bookmark: _Toc203463962]厚度分析
根据样品结构建立多层膜结构模型，输入各层初始参数，如厚度、密度、粗糙度等，使用仪器配套分析工具通过最小二乘法优化模型参数，使理论曲线与实验数据匹配，得到各层膜厚。
[bookmark: _Toc203463963]检测报告
报告应包括以下内容：
a) 样品的类型、规格及编号；
b) 测试数据汇总表。



（资料性）
外延片弯曲度及翘曲度检测方法
[bookmark: _Toc203463965]目的
本方法用于HEMT功率器件用硅衬底氮化镓外延片外延层弯曲度的测试。
[bookmark: _Toc203463966]方法原理
采用激光反射法检测弯曲度。将一定波长的激光作为入射光源照射样品表面，激光经过反射，被光学成像系统记录，以测量样品表面高低起伏。随着样品表面局部曲率的变化，反射光的角度也随之发生微小的变化。同时，光学成像系统的检测器在Z轴方向上不断进行微小位移,在每个位置均进行拍照并收集图片，确保不同角度的反射光束都能被检测器接收。按一定路径及步长扫描样品表面，可以形成整个三维形貌数据，经信号处理系统后得到外延片的弯曲度及翘曲度。
[bookmark: _Toc203463967]一般性要求
[bookmark: _Toc203463968]仪器设备
使用配备激光光源及光学成像系统的高精度光学系统，仪器精度应小于1 μm。
[bookmark: _Toc203463969]环境要求
环境要求如下：
a) 环境温度：18 ℃～28 ℃；
b) 相对湿度：<65 %；
c) 仪器安装场地及附近无强震动源、强声源。
[bookmark: _Toc203463970]试样要求
测试样品应为镜面光滑的外延片。
[bookmark: _Toc203463971]检测报告
报告应包括以下内容：
a) 样品的类型、规格及编号； 
b) 外延片弯曲度及翘曲度数据。





（资料性）
缓冲层（Buffer）垂直漏电流检测方法
[bookmark: _Toc203463973]目的
本方法用于HEMT功率器件用硅衬底氮化镓外延片Buffer击穿电压及漏电流的测试。
[bookmark: _Toc203463974]方法原理
HEMT作为高耐压功率器件，其晶体管漏极在关断时需承受较大的工作电压，同时维持源漏电流在一个较低的水平。缓冲层垂直击穿电压及漏电流检测是在缓冲层上方及硅衬底之间施加一定电压，测量二者之间的漏电流，从而得到缓冲层的垂直漏电流的I-V曲线。建议生长一炉没有有源区p-GaN及AlGaN势垒层只有缓冲层的结构进行测量，每批次测量一次。
[bookmark: _Toc203463975]仪器设备
使用可以进行脉冲和直流电流-电压（I-V）测量的高压探针台和半导体参数分析仪，如Keithley 4255-PMU或Keysight B1505。
[bookmark: _Toc203463976]环境要求
环境要求如下：
a) 环境温度：18 ℃～28 ℃；
b) 相对湿度：<65 %；
c) 仪器安装场地及附近无强震动源、强声源。
[bookmark: _Toc203463977]试样要求
试样表面应洁净无污染，以确保沉积的金属电极与试样表面形成较好的物理接触。
[bookmark: _Toc203463978]测试步骤
[bookmark: _Toc203463979]金属电极沉积
在GaN表面沉积图形金属电极。
[bookmark: _Toc203463980]电流-电压（I-V）测试
在衬底和晶圆表面金属电极区域分别施加低电位和高电位，即可通过电流-电压（I-V）测试缓冲层垂直漏电流。
[bookmark: _Toc203463981]检测报告
报告应包括以下内容：
a) 样品的类型、规格及编号；
b) 电流-电压（I-V）曲线；
c) 测试数据汇总表。







（资料性）
方块电阻测量方法
[bookmark: _Toc203463983]目的
本方法用于HEMT功率器件用硅衬底氮化镓外延片方块电阻的测试。
[bookmark: _Toc203463984]方法原理
采用传输线法（Transmission Line Method,以下简称TLM）测试外延片方块电阻。其测试原理基于传输线模型，它假设电流在材料中传播时受到电阻的影响。这种电阻与材料的电阻率和电极的几何尺寸及电极间距有关。在TLM测试中，通过在样品上制备一系列已知间距的电极，并施加电压或电流，然后测量各个电极之间的电压和电流值。利用这些测量值和传输线理论中的电阻计算公式，可以计算出接触电阻和方块电阻。
以矩形TLM法为例，其模型采用的电极欧姆接触图形如图E.1所示：
[image: ]
矩形TLM采用的电极示意图

测量相邻电极之间的电阻（RL），可以得到RL随电极间距（L）的线性关系：
		(E.1)
式中：
——方块电阻；
——电极长度；
——传输长度。
根据测试结果线性拟合即可得到方块电阻值。
[bookmark: _Toc203463985]一般性要求
[bookmark: _Toc203463986]仪器设备
使用具有电流-电压（I-V）测试功能的半导体参数分析仪和探针台设备进行测试。
[bookmark: _Toc203463987]环境要求
环境要求如下：
a) 环境温度：18 ℃～28 ℃；
b) 相对湿度：<65 %；
c) 仪器安装场地及附近无强震动源、强声源。
[bookmark: _Toc203463988]试样要求
样品应采取相应加工工艺，使其尺寸符合TLM测试模型的需求；电极应有金属或其他导电材料沉积而成，并通过掩膜或光刻等方法确保点击尺寸符合模型要求，且与样品间应形成良好的欧姆接触。
[bookmark: _Toc203463989]检测报告
报告应包括以下内容：
a) 样品的类型、规格及编号；
b) 计算所得方块电阻值；
c) 测试汇总数据表。







（资料性）
正表面质量及表面颗粒度检测方法
[bookmark: _Toc203463991]目的
本方法用于HEMT功率器件用硅衬底氮化镓外延片边缘裂纹及颗粒的测试。
[bookmark: _Toc203463992]方法原理
采用光学成像方法，快速获取包括6吋和8吋规格在内的整个外延片样品表面的形貌图像。通过两束不同角度的激光扫射样品表面，使用不同的检测器收集折射、反射、散射、光致发光等信号，光源与检测器的组合形成一组信号通道，不同类型缺陷在不同信号通道下的表象会存在差异，通过分析信号组对检测到的缺陷进行分类识别，并得到其分布、数目和尺寸等信息。或采用光学图像捕捉技术，利用高分辨率摄像头捕捉样品表面图像，通过图像预处理与预设标准图像进行比对和特征提取，自动识别样品边缘裂纹及颗粒信息。
[bookmark: _Toc203463993]一般性要求
[bookmark: _Toc203463994]仪器设备
使用具有6吋和8吋规格外延片整片扫描功能的采用光学表面分析（OSA）专用技术的光学检测仪（如Candela检测系统），或使用具有光学图像捕捉技术的AOI检测设备。
[bookmark: _Toc203463995]环境要求
环境要求如下：
a) 环境温度：18 ℃～28 ℃；
b) 相对湿度：<65 %；
c) 仪器安装场地及附近无强震动源、强声源。
[bookmark: _Toc203463996]检测报告
报告应包括以下内容：
a) 样品的类型、规格及编号；
b) 边缘裂纹及表面颗粒坐标文件及分布图像；
c) 测试汇总数据表。
[bookmark: BookMark8][image: ]
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